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s Considerar Vi, = 26mV.

Calcular la diferencia de potencial (¢p [mV]) entre los extremos de un bloque de silicio de 2mm
de largo cuyo nivel de dopaje sigue la ley: Np(z) = (5-10" 4+ 2 -0,5-10¥m~!) at/cm?® con z en
metros.

En un diodo PN con dopajes N4 = 10*¥at/cm?®, Np = 10'7at/cm?, polarizado, donde no vale
la hipotesis de diodo corto, se genera un exceso de minoritarios en la QNR del lado menos
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minoritarios en el lado menos dopado, x, es el limite entre la SCR y la QNR del lado menos
dopado, y la longitud de la QNR a partir de x, es L = 5 um. Calcular la densidad de corriente
de difusién de minoritarios en el lado menos dopado en el punto  — z, = L/2 (Jgiff [A/cm?]).

dopado que sigue la funcién dm(x) = 103at/cm? exp ( — > donde m es la concentracién de

Calcular la carga por unidad de érea en el gate (Qf; [C/cm?]) de una juntura MOS fabricada
con polysilicio dopado tipo P y sustrato dopado con Np = 10'" em™3, C’, = 2,7 x 10~" F/cm?,
v =0, 1VY2 Vp = —0,6 V cuando se aplica Vo = 1,7 V.

Dado un diodo ideal con Np = 10*®¥at/cm?, N4 = 10'%at/cm?, I, = 1,19-10713A, A = 0,05 mm?,
hallar el tiempo de transito de los electrones: 77y [s].

Un JFET de canal N esta conectado de la siguiente forma: el drain conectado a una fuente de
alimentacion de 5V, el source conectado a una resistencia R = 1k{2 y el otro extremo de la
resistencia estd conectado a tierra, y el gate conectado a una fuente de tensién que controla la
corriente de drain. Los pardmetros del transistor son Ipgg = 4mA y Vp = —2V. ;Cuél debe ser
la tensién que se aplica al gate para obtener Ip = 1mA?

En un proceso de fabricacién CMOS de sustrato tipo P, luego de aplicarse la mascara de ZONA
ACTIVA, ;cudl méscara debe aplicarse?

En un proceso CMOS estandar se fabricé un inversor CMOS de forma tal que W,, = W, y
L, = L,. En este proceso, se sabe que p,, = 3 X u, y se puede considerar Vp, ~ —Vr,. Se
midié el tiempo de propagacién de alto a bajo y se obtuvo tpr, = 10ns. { Cuanto sera el tiempo
de propagacién de bajo a alto (tprg)?

Se implementa un amplificador emisor comun sin realimentacién con un transistor NPN con
pardmetros 8 = 200, V4 = 20V y Vggon) = 0,7V. La tensién de alimentacién es Voo =5V,
y el transistor esta polarizado con dos resistencia de base: Rp; = 30k{2 conectada entre V¢
y la base del transistor, y Rps = 20k{) conectada entre la base del transistor y tierra; y una
resistencia de colector, R = 100€2. A la entrada del amplificador, se conecta una senal (vs) con
resistencia serie Ry = 1k{) a través de un capacitor de desacople de valor adecuado. Calcular
Ao, Rin 'y Rour.
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Se implementa un amplificador emisor comun sin realimentacién y sin carga, polarizado con una
Unica Rp y una unica Rc. A la entrada, la fuente de senial presenta una tensién vg pico y una
resistencia serie Rs no nula. El diseno es tal que se obtiene v;, = 10mV pico y una senal a la
salida que presenta distorsién solamente en el semiciclo negativo. ;Qué se debe cambiar en el
diseno para evitar todo tipo de distorsion?

Un amplificador source comun alimentado con Vpp = 3V estd polarizado con Ipg = 2mA
y resistencia de drain Rp = 500€Q. Los parametros del transistor son p Cjy = 150 A /V?,
W =500um, L = 5um, Vp = 0,8V y se puede considerar A = 0. ;Cudl es la maxima tensién
pico de senal a la salida que se puede obtener sin distorsién?

Se implementa un circuito serie compuesto por una fuente de tensién senoidal (Vs(t), Verr =
220V, f = 50 Hz) conectada al 4&nodo de un tiristor (SCR), el propio tiristor, y una resistencia de
102 conectada al catodo del tiristor. La senal de disparo (v4(t)) estd sincronizada con la tension
de la red de forma que se genera un evento de disparo luego de un tiempo a = 5 ms luego de cada
cruce por cero de la misma. El tiristor tiene una tensién de encendido que se puede considerar
constante Vag oy = 2V. Calcular la potencia disipada en el tiristor.

Realizar el corte lateral de un MOSFET de potencia indicando sus caracteristicas constructivas
mas importantes.
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